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【手続補正書】
【提出日】平成24年8月23日(2012.8.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボンド基板上に絶縁膜を形成し、
　前記絶縁膜を介して前記ボンド基板に水素イオンの照射を行うことにより、前記ボンド
基板中に脆化層を形成し、
　前記ボンド基板を、前記絶縁膜を介してベース基板と貼り合わせ、
　熱処理によって前記ボンド基板を前記脆化層において分離し、
　前記ベース基板上に前記絶縁膜を介して半導体膜を形成し、
　前記半導体膜にレーザ光を照射し、
　前記水素イオンの照射における水素イオンドーズ量は、前記熱処理により前記ボンド基
板が前記脆化層において分離する最小量となる水素イオンドーズ量の２．２倍以上とする
ことを特徴とするＳＯＩ基板の作製方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記水素イオンの照射における水素イオンドーズ量は、前記熱処理により前記ボンド基
板が前記脆化層において分離する最小量となる水素イオンドーズ量の２．２倍以上３．０
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倍以下とすることを特徴とするＳＯＩ基板の作製方法。
【請求項３】
　ボンド基板上に絶縁膜を形成し、
　前記絶縁膜を介して前記ボンド基板に水素イオンの照射を行うことにより、前記ボンド
基板中に脆化層を形成し、
　前記ボンド基板を、前記絶縁膜を介してベース基板と貼り合わせ、
　熱処理によって前記ボンド基板を前記脆化層において分離し、
　前記ベース基板上に前記絶縁膜を介して半導体膜を形成し、
　前記半導体膜にレーザ光を照射し、前記水素イオンの照射における水素イオンドーズ量
は、２．２×１０１６ｉｏｎｓ／ｃｍ２以上とすることを特徴とするＳＯＩ基板の作製方
法。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記水素イオンの照射における水素イオンドーズ量は、２．２×１０１６ｉｏｎｓ／ｃ
ｍ２以上３．０×１０１６ｉｏｎｓ／ｃｍ２以下とすることを特徴とするＳＯＩ基板の作
製方法。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項において、
　前記レーザ光を照射する前に、前記半導体膜の表面に形成されている自然酸化膜を、ド
ライエッチングを用いて除去することを特徴とするＳＯＩ基板の作製方法。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一項において、
　前記レーザ光の照射によって、前記半導体膜を部分溶融させることを特徴とするＳＯＩ
基板の作製方法。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一項において、
　イオンドーピング装置を用いて前記水素イオンの照射を行うことを特徴とするＳＯＩ基
板の作製方法。


	header
	written-amendment

